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Реферат:
1. В роботі проведено комплексне дослідження впливу азотвмісних відновних середовищ на структурні,
оптичні та люмінесцентні властивості сапфіру. Розроблено новий метод отримання кристалічних шарів
нітриду алюмінію на поверхні сапфіру. Визначено, що при вирощуванні сапфіру у середовищі, що містить
азот, парціальний тиск кисню в якому нижче, ніж парціальний тиск кисню над сапфіром стехіометрічного
складу, поряд з порушенням стехіометрії сапфіру супроводжується встроюванням азоту у кисневу підгратку
аніондефектного сапфіру з утворенням твердого розчину Al2O3:N. Встановлено, що процес розчинення азоту
супроводжується утворенням F+-центрів і агрегатних F2-центрів - дефектів, які суттєво знижують прозорість
сапфіру у УФ діапазоні спектру, викликають жовте забарвлення кристалів та змінення їх люмінесцентних
властивостей. Новий спосіб термохімічної нітридизації сапфіру у відновному середовищі дозволяє
отримувати на підкладках сапфіру кристалічні шари AlN завтовшки від 20 нм до 50 мкм з напівшириною
кривої гойдання 0,3-0,5 ° й шорсткістю Ra на рівні 5 нм (при початковій шорсткості поверхні сапфірової
підкладки 2 нм).



2. A complex investigation of the influence of the nitrogen-containing reducive media on the structural, optical
and luminescent properties of sapphire is carried out in this work. A new method of the aluminum nitride
crystalline layers obtaining on the sapphire surface is developed. It was determined that an interaction of Al2O3
with the media, a partial pressure of oxygen in which lower than a partial pressure of oxygen over sapphire with
stoichiometric composition, containing nitrogen, along with breaking the stoichiometry of sapphire accompanies
with the nitrogen dissolving in the oxygen sublattice of anion-defected sapphire with forming of solid solution of
Al2O3:N. It was determined that a nitrogen dissolving process accompanies with forming of F+-centres and
assembling F2-centres - defects which essentially reduces transparensy of sapphire in the UV region of spectrum,
causes yellow colouring of the crystalls and changing their luminescent properties. A new crystalline AlN layers
obtaining method by the thermochemical nitridation of sapphire in the reducive media allows to obtain on the
sapphire substrates crystalline AlN layers which have thickness from 20 nm to 50 mkm, FWHM 0,3-0,5 ° and a
roughness Ra ~5 nm (at initial roughness of the sapphire substrate 2 nm).
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